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产品介绍 

YLN12-1826C2 是 一 款 高 性 能 GaAs 低噪

声放大器MMIC，适用于K 波段。 

YLN12-1826C2 具有良好的低噪声系数1.2 dB@ 

22 GHz，其增益为19 dB。芯片匹配提供12 dB的输入回

波损耗和11 dB 输出回波损耗@ 22 GHz。它主要用

于雷达，通信，仪器仪表应用。 

应用领域 

◼ 雷达 

◼ 通信 

◼ 仪表 

 

 

YLN12-1826C2芯片 

关键技术指标 

◼ 工作频率：18到 26 GHz 

◼ 射频增益：19±0.4dB 

◼ 噪声系数：＜1.5dB，1.2 dB at 22GHz 

◼ 供电方式：61mA@+1.5V 

◼ 总功耗：＜92mW 

◼ PINmax：+19dBm,CW 

◼ 50 Ohms 输入和输出匹配 

◼ 输入回波损耗：> 12 dB @ 22GHz 

◼ 输出回波损耗：> 11 dB @ 22GHz 

◼ 芯片尺寸： 1.5 x 2.0 mm 

 
 
 
 

 

YLN12-1826C2功能框图
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最大值 

Tamb = + 25 °C；除非有其它说明。 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

Vs1, Vs2 栅极电压 VD 开路 - 3.0 0 V 

Vd1, Vd2 漏极电压 VD 开路 0 + 3 V 

Is, Id 电流   10/100 mA 

PIN RF 输入功率 连续波  + 19 dBm 

Tamb 环境温度  - 40 + 85 °C 

Tj 结温   + 150 °C 

Tstg 储存温度  - 55 + 150 °C 

在上述所给参数外操作该器件可能会造成永久性损害。 

热阻 

 

符号 参数 典型值 单位 

Rth（j-amb） 热阻@室温（+25℃） TBD ℃/W 

电参数 

Tamb = + 25 °C, Vd1, Vd2 = 1.5V, Vs = -1.5V。 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

RFin 输入频率  18  26 GHz 

输入和输出加0.25nH电感，参考测试板上性能 

VD 漏极电源电压  +1.3 +1.5 +1.7 V 

Is+ID 漏极电源电流 @ VD =1.3/1.5/1.7V 44 61 78 mA 
G 增益 @ VD =1.3/1.5/1.7V 18.4 19 19.7 dB 

NFMIN 噪声系数  1.2 1.3 1.7 dB 

OP1dB 1dB @ 20/22/24GHz  6/7/8.5  dBm 

ISOrev 反向隔离度 RFOUT/RFIN -50  -32 dB 

S11 输入反射系数 50 Ohms  -12 -10 dB 

S22 输出反射系数 50 Ohms -10 -19 -10 dB 

(*)测试参考平面为 YLN12-1826C2  MMIC的输入和输出方案。 
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S-参数 

条件 : Vd = 1.5V, Vs = -1.5V,, Tamb = + 25°C (在载体测试，加0.25nH电感)。 

 

输入输出回波损耗 

 

 

增益 

 

 

反向隔离度 
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噪声系数  测试条件：Vd=1.5V，Vs=-1.5V，Tamb = + 25°C 

 

噪声系数 

应用原理图 

为了防止客户设计的不稳定性，强烈建议将小芯片电容尽可能地靠近到YLN12-1826C2芯片，并将它们尽可能

短地键合连接。 

另外，以保证低频去耦，10nF的电容器可以添加在漏极连接处。在栅极电路中，添加一个500 Ohms的串联

电阻以此来提高隔离度和，并且阻止不必要的振动。在快速功率转换同时使用栅极控制结构的情况下，这

些电阻引入了某种低通过滤器。  

根据50 Ohms连接线和相关的锥度，关于RFIN和RFOUT连接有许多连接方案可以研究/使用。 

 

 
应用原理图 

器件名称 值 类型 描述 

所有 47pF 电容 47pF 芯片电容 
芯片电容 PRESIDIO COMPONENTS P/N SA151BX470M2HX5#013B 近芯片

焊接，键合尽可能短 

所有100Ω电阻 100Ω 芯片电阻 
芯片电阻 US MICROWAVES RG1421-500-1%靠近 47pF 芯片电容焊接，键合

尽可能短 

所有10nF 电容 10nF 芯片电容 MURATA GMA085R71C103MD01T GM260 X7R 103M 16M100 PM520 
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结构框架和焊盘配置 

 

 

焊盘 

符号 焊盘 描述 

RFOUT OUT RF 输出 

RFIN IN RF 输入 

Vd VD 漏极 

Vs Vs 栅极 

GND 背面 接地 

注意 :为了保持良好的RF性能和稳定性，将芯片的金属背面接地。 
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键合焊盘坐标 

 

符号 焊盘 X 坐标 焊盘 Y 坐标 

GND 100 1406 

RFIN 100 1206 

GND 100 1006 

VS 432 100 

GND 574 100 

VD 923 100 

GND 1065 100 

GND 1400 1006 

RFOUT 1400 1206 

GND 1400 1406 

 

封装 

类型 描述 端口 间距 (mm) 封装尺寸(mm) 

芯片 100% RF 和 DC 晶圆在片测试 23 - 1.5 x 2 x 0.1 

 

采购信息 

编号 封装 版本 分类 描述 

YLN12-1826C2 裸芯片 C2 - 在片晶圆测试芯片 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

焊接 

为了避免在焊接过程中对稳定性造成永久性损害或影响，芯片温度应不超过330°C。 

芯片温度超过300°C的时间应不长于1mn。 

温度高于400°C时，会产生有毒烟。  
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